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ADC12DS105 Dual 12-Bit, 105 MSPS A/D Converter with Serial LVDS Outputs
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ご注意：この日本語データシートは参考資料として提供しており、内容が最新でない
場合があります。製品のご検討およびご採用に際しては、必ず最新の英文デー
タシートをご確認ください。

ADC12DS105
シリアル LVDS出力付デュアル 12ビット、105MSPS A/Dコンバータ
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概要

ADC12DS105は、2つのアナログ入力信号を最高 105MSPSの
サンプリング・レートで、12ビットのデジタル・ワードに変換できる、
高性能 CMOS A/Dコンバータです。デジタル出力はシリアル化さ
れて、差動 LVDS 信号ペアとして提供されます。デジタル誤差
補正機能とサンプル / ホールド回路を備えた差動パイプライン型
アーキテクチャを採用し、消費電力と外付け部品を最小限に抑え
ながら優れた性能を発揮します。ADC12DS105は＋ 3.0Vまたは
＋ 3.3V 単一電源で動作します。パワーダウン機能によって消費
電力は非常に低いレベルに抑えられますが、わずかなウェイクアッ
プ時間で通常動作に復帰できます。差動入力は 2Vのフルスケー
ル差動入力振幅に対応可能です。ADC12DS105には、安定し
た 1.2V内部リファレンスが用意され、また 1.2Vの外部リファレン
スでも動作できます。デューティ・サイクル・スタビライザは、広範
囲なクロック・デューティ・サイクルで性能を保持します。シリアル・
インタフェースによって内部レジスタへのアクセスが可能で、
ADC12DS105の機能を完全に制御できます。ADC12DS105は
60ピンの LLPパッケージで提供され、産業用温度範囲
(－ 40℃～＋ 85℃ )で動作します。

特長

■ クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ

■ ＋ 3.0Vまたは 3.3V単一電源動作

■ シリアル LVDS出力

■ シリアル制御インタフェース

■ オーバーレンジ出力

■ 60ピンLLPパッケージ (9×9×0.8mm、0.5mmピンピッチ )

主な仕様
■ 分解能 12ビット

■ 変換レート 105MSPS

■ SN比 (fIN＝ 240MHz) 68.5dBFS (typ)

■ SFDR (fIN＝ 240MHz) 83dBFS (typ)

■ フルパワー帯域幅 1GHz (typ)

■ 消費電力 1 W (typ)

アプリケーション
■ 高 IFサンプリング・レシーバ

■ 無線基地局レシーバ

■ 試験装置および測定機器

■ 通信機器

■ 携帯機器

ピン配置図
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ブロック図

製品情報
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ピン説明および等価回路

ピン番号 シンボル 等価回路 説明

アナログ I/O

3
13

VINA＋
VINB＋

差動アナログ入力ピン。差動フルスケール入力信号レベルは、各入力ピン
の信号がコモンモード電圧 VCMを中心電圧として、2VP-Pです。2

14
VINA-
VINB-

5
11

VRPA
VRPB

これらのピンを、低 ESL (等価直列インダクタンス )の 0.1μFコンデンサによ
り、浮遊インダクタンスを最小にするためピンのごく近くでAGNDにバイパス
します。VRPとVRNの間のできるだけピンの近くに 0201サイズの 0.1μF の
コンデンサを配置し、1μF のコンデンサを並列に接続します。VRPと VRN
には負荷を接続しないでください。VCMOは温度的に安定した 1.5Vリファ
レンスとして、1mAまでの負荷に対応できます。
差動アナログ入力、VINに対するコモンモード電圧の供給のために VCMO
の使用を推奨します。

7
9

VCMOA
VCMOB

6
10

VRNA
VRNB

59 VREF 

リファレンス電圧。本デバイスは内部で生成する1.2Vリファレンス電圧を備
えています。内部リファレンスを使用する場合、VREFは、低等価直列イン
ダクタンス (ESL)の 0.1μFおよび 1μFコンデンサで AGNDにデカップルす
る必要があります。
このピンは 1.2V外部リファレンス電圧で駆動できます。
このピンは、電流をソースまたはシンクするために使用してはなりません。

29 LVDS_Bias LVDSドライバ用バイアス抵抗をこのピンとアナログ・グラウンド間に接続しま
す。標準値は 3.6KΩです。

デジタル I/O

18 CLK クロック入力ピン。
アナログ入力は、クロック入力の立ち上がりエッジでサンプリングされます。

28 Reset_DLL

Reset_DLL入力。このピンは通常動作では Lowです。入力クロック周波
数が突然変化すると、内部のタイミング回路のロックが外れる場合がありま
す。このピンを 1μsだけ Highにしてサイクルすると、DLLを再ロックするこ
とができます。Reset_DLLをアサートした後、DLL がロックされるまでに数
μsかかります。

19 OF/DCS

入力クロック・モードと出力データ・フォーマットを制御する4ステート入力の
ピン。
OF/DCS＝VAの場合、出力データのフォーマットは 2の補数となり、入力
クロックにデューティ・サイクル安定化機能が適用されません。
OF/DCS＝AGNDの場合、出力データのフォーマットはオフセット・バイナリ
となり、入力クロックにはデューティ・サイクル安定化機能が適用されません。
OF/DCS＝ (2/3)*VAの場合、出力データのフォーマットは 2の補数となり、
入力クロックにはデューティ・サイクル安定化機能が適用されます。
OF/DCS＝ (1/3)*VAの場合、出力データのフォーマットはオフセット・バイナ
リとなり、入力クロックにはデューティ・サイクル安定化機能が適用されます。
Note: この信号はSPI_ENがHighでSPIインタフェースがイネーブルの場合
は無効です。
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ピン説明および等価回路 (つづき)

ピン番号 シンボル 等価回路 説明

57
20

PD_A
PD_B

パワーダウンをコントロールする2ステート入力。
PD＝VAでパワーダウン・モードになり、消費電力が低減されます。
PD＝AGNDでは通常動作になります。
Note:この信号はSPI_ENがHighでSPIインタフェースがイネーブルの場合
は無効です。

27 TEST

テスト・モード。この信号を High にすると、固定のテスト・パターン
(101001100011 MSB→ LSBの順序 )がデータ出力に供給されます。
この信号をLowにするとデバイスは通常の動作モードになります。
Note:この信号はSPI_ENがHighでSPIインタフェースがイネーブルの場合
は無効です。

47 WAM

ワード整列モード。
シングル・レーン・モードにするには、このピンは論理 0に設定しなければな
りません。
この信号を論理 0にした場合、デュアル・レーン・モードの場合にのみシリ
アル・データ・ワードは半ワードだけオフセットされます。この信号を論理 1
にすると、シリアル・データは相互に整列します。
Note:この信号はSPI_ENがHighでSPIインタフェースがイネーブルの場合
は無効です。

48 DLC

デュアル・レーン構成。デュアル・レーン・モードはこの信号を論理 0にす
ると選択されます。この信号を論理 1にすると、各チャネルのデータはすべ
てシングル・レーン (SD1_x)に供給されます。
Note:この信号はSPI_ENがHighでSPIインタフェースがイネーブルの場合
は無効です。

45
44

OUTCLK＋
OUTCLK－

シリアル・クロックこの差動 LVDS 信号ペアによってシリアル・データ出力と
同期したシリアル・クロックが供給されます。このクロックの立ち上がりおよび
立ち下がりでシリアル・データ・ビットは各シリアル・データ出力に供給されま
す。この差動出力はデバイスの電源がオンとなっていれば、常にイネーブル
になります。パワーダウン・モードでは、この出力は論理 Low の状態に保
持されます。この信号ペアに対しては伝送ラインの遠端に 100Ωの終端抵
抗を必ず使用しなければなりません。

43
42

FRAME＋
FRAME－

シリアル・データ・フレーム。この差動 LVDS信号ペアはシリアル・データ・
ワードの境界で遷移します。SD1_A＋ /－および SD1_B＋ /－出力ワード
は常にフレーム信号の立ち上がりエッジで始まります。デュアル・レーン・モー
ドの場合は、フレーム信号の立ち下がりエッジが SD0_A＋ /－および
SD0_B＋ /－信号ペアに現れるシリアル・データ・ワードの開始を定めます。
この差動出力はデバイスの電源がオンとなっていれば、常にイネーブルにな
ります。パワーダウン・モードでは、この出力は論理 Low の状態に保持さ
れます。この信号ペアに対しては伝送ラインの遠端に 100Ωの終端抵抗を
必ず使用しなければなりません。
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ピン説明および等価回路 (つづき)

ピン番号 シンボル 等価回路 説明

38
37

SD1_A＋
SD1_A－

チャネル Aのシリアル・データ出力 1。この差動 LVDS 信号ペアにはチャ
ネル Aの ADC出力がシリアル化されて現れます。このシリアル・データは
OUTCLK出力と同期して供給されます。シングル・レーン・モードでは、各
サンプル出力が連続して供給されます。デュアル・レーン・モードではこの
出力にはサンプル出力は 1つおきに供給されます。この差動出力はデバイ
スの電源がオンとなっていれば、常にイネーブルになります。パワーダウン・
モードでは、この出力には最後の論理状態が保持されます。この信号ペア
に対しては伝送ラインの遠端に 100Ωの終端抵抗を必ず使用しなければな
りません。

34
33

SD1_B＋
SD1_B－

チャネル Bのシリアル・データ出力 1。この差動 LVDS 信号ペアにはチャ
ネル Bの ADC出力がシリアル化されて現れます。このシリアル・データは
OUTCLK出力と同期して供給されます。シングル・レーン・モードでは、各
サンプル出力が連続して供給されます。デュアル・レーン・モードではこの
出力にはサンプル出力は 1つおきに供給されます。この差動出力はデバイ
スの電源がオンとなっていれば、常にイネーブルになります。パワーダウン・
モードでは、この出力には最後の論理状態が保持されます。この信号ペア
に対しては伝送ラインの遠端に 100Ωの終端抵抗を必ず使用しなければな
りません。

36
35

SD0_A＋
SD0_A－

チャネル Aのシリアル・データ出力 0。この差動 LVDS信号ペアにはデュ
アル・レーン・モードでのシリアル化されたチャネルAの ADCサンプル出力
が交互に現れます。このシリアル・データはOUTCLK出力と同期して供給
されます。シングル・レーン・モードではこの差動出力はハイ・インピーダン
ス状態に保持されます。この差動出力はデバイスの電源がオンとなってい
れば、常にイネーブルになります。パワーダウン・モードでは、この出力には
最後の論理状態が保持されます。この信号ペアに対しては伝送ラインの遠
端に 100Ωの終端抵抗を必ず使用しなければなりません。

32
31

SD0_B＋
SD0_B－

チャネル Bのシリアル・データ出力 0。この差動 LVDS 信号ペアにはデュ
アル・レーン・モードでのシリアル化されたチャネル Bの ADCサンプル出力
が交互に現れます。このシリアル・データはOUTCLK出力と同期して供給
されます。シングル・レーン・モードではこの差動出力はハイ・インピーダン
ス状態に保持されます。この差動出力はデバイスの電源がオンとなってい
れば、常にイネーブルになります。パワーダウン・モードでは、この出力には
最後の論理状態が保持されます。この信号ペアに対しては伝送ラインの遠
端に 100Ωの終端抵抗を必ず使用しなければなりません。

56 SPI_EN

SPI イネーブル : この信号をHighにするとSPIインタフェースがイネーブルに
なります。この場合、直接制御されるピンは無効です。この信号をLowに
すると、SPIインタフェースはディスエーブルとなり、直接制御ピンがイネーブ
ルになります。

55 SCSb

シリアル・チップ選択 : この信号をアサートすると、SCLKは SDI入力に現
れるシリアル・データを受け取り、SDO 出力ではシリアル・データを供給す
るために使用されます。この信号をアサートしない場合は SDI 入力は無視
され、SDO出力は TRI-STATEモードになります。

52 SCLK シリアル・クロック : シリアル・データはクロック信号に同期してデバイスにシ
フト入力およびシフト出力されます。

54 SDI シリアルデータ入力 : SCSｂ信号がアサートされている場合、シリアル・デー
タはこのピンからデバイスにシフト入力されます。
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ピン説明および等価回路 (つづき)

ピン番号 シンボル 等価回路 説明

53 SDO
シリアルデータ出力 : SCSb信号がアサートされている場合、シリアル・デー
タはデバイスのこのピンからシフト出力されます。SCSbがアサートされていな
い場合、この出力は TRI-STATEモードになります。

46
30

ORA
ORB

オーバーレンジ。これらの CMOS 出力は対応するチャネルのデータ出力が
Highまたは Lowの方向に範囲外になると論理 Highになります。

24 DLL_Lock

DLL_ロック出力。内部 DLLが入力 CLKにロックされると、このピン出力
は論理 Highになります。入力 CLKが突然変化すると、内部 DLLはロッ
クが外れる可能性があり、その場合このピンは論理 Low になります。
Reset_DLL (pin 28)をサイクルすると、入力 CLKに対して内部 DLLが再
ロックされます。

アナログ電源

8, 16, 17, 
58, 60 VA

正のアナログ電源ピン。これらのピンは、ノイズのない電源に接続する必要
があり、電源ピンの近くに配置した 0.1μFコンデンサでAGNDにバイパスし
てください。

1、4、12、
15、露出
パッド

AGND アナログ電源のグラウンド・ピン。

デジタル電源

26, 40, 50 VDR

出力ドライバ用の正のデジタル電源ピン。これらのピンは、ノイズのない電源
に接続する必要があり、電源ピンの近くに配置した 0.1μF コンデンサで
DRGNDにバイパスしてください。

25, 39, 51 DRGND
デジタル出力ドライバ電源のグラウンド・ピン。システムのデジタル・グラウン
ドに接続してください。ただし、A/Dコンバータの AGNDピンの近くには接
続しないでください。
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絶対最大定格 (Note 1、3)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。

動作定格 (Note 1、3)

コンバータの電気的特性
特記のない限り、 AGND＝DRGND＝ 0V、VA＝＋ 3.3V、VDR＝＋ 3.0V、内部 VREF＝＋ 1.2V、fCLK＝ 105MHz、VCM＝VCMO、
CL＝ 5pF/ピン。標準値は TA＝ 25℃のときのものです。太字表記のリミット値は TMIN≦ TA≦ TMAXに適用されます。その他のす
べてのリミット値は TA＝ 25℃に対して適用されます。 (Note 8、9)

電源電圧 (VA、VDR) － 0.3V～ 4.2V

各入出力ピン電圧
(4.2Vを超えないこと)

－ 0.3V～ (VA＋ 0.3V)

電源ピン以外の全入力ピン電流
(Note 4)

± 5mA

パッケージ入力電流 (Note 4) ± 50mA

最大接合部温度 (TJ) ＋ 150℃

熱抵抗 (θJA) 30℃ /W

ESD耐圧

人体モデル (Note 6) 2,500V

マシン・モデル (Note 6) 250V

保存温度範囲 － 65℃～＋ 150℃

ハンダ付けのプロセスは、National Semiconductor's Reflow 
Temperature Profile 規格に準拠してください。
www.national.com/JPN/packaging を参照してださい (Note 7)。 

 動作温度範囲 － 40℃≦ TA≦＋ 85℃

電源電圧 (VA＝VDR) ＋ 2.7V～＋ 3.6V

クロック・デューティ・サイクル 

(DCSイネーブル ) 30/70 %

(DCSディスエーブル ) 45/55 %

VCM 1.4V～ 1.6V

|AGND－DRGND| ≦ 100mV
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コンバータの電気的特性 (つづき)

特記のない限り、 AGND＝DRGND＝ 0V、VA＝＋ 3.3V、VDR＝＋ 3.0V、内部 VREF＝＋ 1.2V、fCLK＝ 105MHz、VCM＝VCMO、
CL＝ 5pF/ピン。標準値は TA＝ 25℃のときのものです。太字表記のリミット値は TMIN≦ TA≦ TMAXに適用されます。その他のす
べてのリミット値は TA＝ 25℃に対して適用されます。 (Note 8、9)

コンバータの電気的ダイナミック特性
特記のない限り、 AGND＝DRGND＝ 0V、VA＝＋ 3.3V、VDR＝＋ 3.0V、内部 VREF＝＋ 1.2V、fCLK＝ 105MHz、VCM＝VCMO、
CL＝ 5pF/ピン。標準値は TA＝ 25℃のときのものです。太字表記のリミット値は TMIN≦ TA≦ TMAXに適用されます。その他のす
べてのリミット値は TA＝ 25℃に対して適用されます。 (Note 8、9)

ロジックおよび電源の電気的特性
特記のない限り、 AGND＝DRGND＝ 0V、VA＝＋ 3.3V、VDR＝＋ 3.0V、内部 VREF＝＋ 1.2V、fCLK＝ 105MHz、VCM＝VCMO、
CL＝ 5pF/ピン。標準値は TA＝ 25℃のときのものです。太字表記のリミット値は TMIN≦ TA≦ TMAXに適用されます。その他のす
べてのリミット値は TA＝ 25℃に対して適用されます。 (Note 8、9)
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ロジックおよび電源の電気的特性 (つづき)

特記のない限り、 AGND＝DRGND＝ 0V、VA＝＋ 3.3V、VDR＝＋ 3.0V、内部 VREF＝＋ 1.2V、fCLK＝ 105MHz、VCM＝VCMO、
CL＝ 5pF/ピン。標準値は TA＝ 25℃のときのものです。太字表記のリミット値は TMIN≦ TA≦ TMAXに適用されます。その他のす
べてのリミット値は TA＝ 25℃に対して適用されます。 (Note 8、9)

タイミング仕様とAC特性
特記のない限り、 AGND＝DRGND＝ 0V、VA＝＋ 3.3V、VDR＝＋ 3.0V、内部 VREF＝＋ 1.2V、fCLK＝ 105MHz、VCM＝VCMO、
CL＝ 5pF/ピン。代表値は TA＝ 25℃の場合の値です。タイミング測定は信号振幅の 50% で行われます。太字表記のリミット値は
TMIN≦ TA≦ TMAXに適用されます。その他のすべてのリミット値は TA＝ 25℃に対して適用されます。 (Note 8、9)

シリアル制御インタフェースのタイミングとAC特性
特記のない限り、AGND＝DRGND＝ 0V、VA＝＋ 3.3V、VDR＝＋ 3.0V、内部 VREF＝＋ 1.2V、fCLK＝ 105MHz、VCM＝VCMO、
CL＝ 5pF/ピン。代表値は TA＝ 25℃の場合の値です。タイミング測定は信号振幅の 50% で行われます。太字表記のリミット値は
TMIN≦ TA≦ TMAXに適用されます。その他のすべてのリミット値は TA＝ 25℃に対して適用されます。 (Note 8、9)



10www.national.com/jpn/

A
D

C
12

D
S

10
5

LVDS電気的特性
特記のない限り、 AGND＝DRGND＝ 0V、VA＝＋ 3.3V、VDR＝＋ 3.0V、内部 VREF＝＋ 1.2V、fCLK＝ 105MHz、VCM＝VCMO、
CL＝ 5pF/ピン。代表値は TA＝ 25℃の場合の値です。タイミング測定は信号振幅の 50% で行われます。太字表記のリミット値は
TMIN≦ TA≦ TMAXに適用されます。その他のすべてのリミット値は TA＝ 25℃に対して適用されます。 (Note 8、9)

Note 1: 絶対最大定格とは、デバイスに破壊が発生する可能性のある制限値をいいます。動作定格とはデバイスが機能する条件を示しますが、特定の性能リ
ミット値を保証するものではありません。保証された仕様、および試験条件については「電気的特性」を参照してください。保証された仕様はリストに示
された試験条件でのみ適用されます。リストに示されている試験条件の下で動作していない場合には、いくつかの性能特性は低下することがあります。
最大動作定格を超えた状態でデバイスを動作させてはなりません。

Note 2: dBFSで指定されたパラメータは、フルスケール入力信号で達成される値を示しています。

Note 3: 特記のない限り、すべての電圧はGND＝AGND＝DRGND＝ 0Vに対して測定された値です。

Note 4: いずれかのピンで入力電圧 (VIN) が電源電圧を超えた場合 (VIN＜ AGNDまたは VIN＞ VA)、そのピンの入力電流を± 5mA以下に制限しなければ
なりません。± 50mAの最大パッケージ入力定格電流によって、電源電圧を超えて± 5mA～ 10mAの電流を流せるピン数が制限されます。

Note 5: 最大許容消費電力 (TJ,max)は、接合部周囲間熱抵抗 (θJA)および周囲温度 (TA)によって決まり、PD,max＝ (TJ,max－TA)/θJAで表されます。上記の
最大許容消費電力の値にまで上がる場合は、デバイスが何らかの異常な状態で動作しているときのみです (例えば、入力ピンまたは出力ピンを電源電圧
を超えて駆動させている場合や電源の極性を逆転させている場合など )。このような条件での動作は必ず避けるようにしてください。

Note 6: 使用した試験回路は人体モデルに基づき、100pFのコンデンサから直列抵抗 1.5kΩを通して、各ピンに放電させます。マシン・モデルでは 220pFのコ
ンデンサから直列抵抗 0Ωを通して、各ピンに放電させます。

Note 7: リフロー温度プロファイルは、鉛フリー・パッケージの場合と非鉛フリー・パッケージの場合で異なります。

Note 8: 以下に示すように、各入出力ピンは 1 個のツェナーダイオードで保護されています。Note 4に従って電流制限を行うことで、入力電圧が VAを上回った
場合やGNDを下回った場合でも本デバイスがダメージを受けることはありません。しかし、動作定格で記載されたように入力が 2.6V以上またはGNDよ
り低い場合、A/D変換のエラーが発生します。

Note 9: 2VP-Pのフルスケールの差動入力では 12ビットの LSBは 488μVです。

Note 10: 代表的性能値は、TA＝ 25℃のときのものであり、製品特性試験の時点でとり得る最適なパラメータの基準を表しています。この代表的な仕様は保証さ
れているわけではありません。

Note 11: 入力容量は、パッケージ /ピン・キャパシタンスとサンプル /ホールド回路キャパシタンスの合計です。

Note 12:このパラメータは設計と特性評価によって保証されています。製造時の試験は行っていません。
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用語の定義
アパーチャ・ディレイ (APERTURE DELAY)は、クロック・パル
スが立ち下がってから入力信号が取り込まれるか保持されるかま
での時間です。

アパーチャ・ジッタ ( アパーチャ不確定性 ) (APERTURE
JITTER:APERTURE UNCERTAINTY) は、サンプルとサンプ
ルの間のアパーチャ・ディレイのばらつきです。アパーチャ・ジッタ
は、それ自身は出力のノイズとして現れます。

クロック・デューティ・サイクル (CLOCK DUTY CYCLE)は、繰
り返しデジタル波形の周期に対する High の時間の比です。本
データシートに記載されているデューティ・サイクルの仕様は、ADC
のクロック入力信号に対して適用されます。

コモンモード電圧 (COMMON MODE VOLTAGE: VCM)とは A/D
コンバータの両方の入力ピンに印加されるコモンDC電圧です。

変換レイテンシ (CONVERSION LATENCY)は、変換開始から
その変換結果が出力ドライバで得られるまでの期間をクロック・サ
イクル数で表したものです。任意に与えられたサンプリングに対す
るデータは、そのサンプリングが行われた後、パイプライン・ディレ
イや出力ディレイの出力ピン上で有効になります。新しいデータは
クロック・サイクル毎に有効ですが、その出力データはパイプライ
ン・ディレイ分の変換ラグがあります。

クロストーク (CROSSTALK)とは、1 つのチャネルから別のチャ
ネルへエネルギーが結合することです。

微分非直線性 (DIFFERENTIAL NON-LINEARITY: DNL)は、
理想的なステップである1LSBからの最大偏差として表されます。

有効ビット (EFFECTIVE NUMBER OF BITS: ENOB)は、信
号 /( ノイズ＋歪み )または SINADの別の規定方法です。ENOB
は (SINAD－ 1.76)/6.02として定義され、この値のビット数をもつ
完全なA/Dコンバータに等しいコンバータであることを意味します。

フルパワー入力帯域 (FULL POWER BANDWIDTH)は、フル
スケール入力に対して再現される出力の基本周波数が低周波
数における値に対して 3dB低下した部分の帯域幅です。

ゲイン誤差 (GAIN ERROR)は、伝達関数の実測値と理想カー
ブとの偏差のことです。次の式で計算できます。

ゲイン誤差＝正側フルスケール誤差－負側フルスケール誤差

正側ゲイン誤差と負側ゲイン誤差によって次のように表すこともで
きます。

正側ゲイン誤差＝正側フルスケール誤差－オフセット誤差
負側ゲイン誤差＝オフセット誤差－負側フルスケール誤差

積分非直線性 (INTEGRAL NON LINEARITY: INL)は、ベス
トフィットさせた直線と各個別コードとの偏差を表します。この直線
と任意のコードとの偏差は、各コード値の中央から測定します。

混変調歪み (INTERMODULATION DISTORTION: IMD)は、
A/Dコンバータの入力に 2つの近接した周波数を同時に入力し、
結果として作り出される別のスペクトラル成分です。元の周波数
のトータル・パワーに対する混変調成分のパワーの比として定義
されます。 IMDは通常 dBFSで表されます。

LSB (LEAST SIGNIFICANT BIT)は、全ビットのうち、最も小
さな値、または最も小さな重みを持ったビットです。この値はVFS/
2n として表されます。 "VFS" はフルスケール入力電圧、"n" は
ADCの分解能 (ビット)です。

LVDS 差動出力電圧 (LVDS DIFFERENTIAL OUTPUT
VOLTAGE: VOD) は、それぞれグラウンドを基準として測定した
差動出力電圧 (VD＋電圧とVD－ )の絶対値です。

ミッシング・コード (MISSING CODES)は、A/Dコンバータから
出力されない出力コードです。ADC12DS105は、ミッシング・コー
ドのないことが保証されています。

MSB (MOST SIGNIFICANT BIT)は、全ビットのうち、最も大き
な値、または最も大きな重みを持ったビットです。MSB の値はフ
ルスケールの 1/2に相当します。

負のフルスケール誤差 (NEGATIVE FULL SCALE ERROR)
は、最初のコード遷移点の実測値と(負側フルスケール＋0.5LSB)
の理想値とのずれです。

オフセット誤差 (OFFSET ERROR)とは、コード 2047から2048
への遷移を発生させるために必要な、2つの入力電圧の差
[(VIN＋ )－ (VIN－ )]です。

出力ディレイ (OUTPUT DELAY)は、クロック入力の立ち下がり
エッジから出力ピンにアップデートされたデータが現われるまでの
遅延時間です。

パイプライン・ディレイ (PIPELINE DELAY : LATENCY)につ
いては「変換レイテンシ」(CONVERSION LATENCY)をご覧く
ださい。

正のフルスケール誤差(POSITIVE FULL SCALE ERROR)は、
最後のコード遷移点の実測値と(正側フルスケール－1.5LSB)の
理想値とのずれのことです。

電源電圧変動除去比 (POWER SUPPLY REJECTION
RATIO : PSRR)は、電源電圧の変動をADCでどの程度除去
できるかを表したものです。PSRR は、最大 DC 電源限界値の
電源での A/D コンバータのフルスケールの出力に対する、最小
DC電源限界値の電源でのA/Dコンバータのフルスケールの出力
の比であり、dBで表わされます。

信号 /ノイズ比 (SIGNAL TO NOISE RATIO: SNR)は、クロッ
ク信号の 1/2 以下の周波数における、歪みとDC 成分を除いた
その他すべてのスペクトラル成分の実効値に対する入力信号の
実効値の比で、dBで表されます。

信号 / ( ノイズ＋歪み ) 比 (SIGNAL TO NOISE PLUS
DISTORTION RATIO: S/(N＋ D)またはSINAD)は、クロック
信号の 1/2以下の周波数における、歪みを含め DC成分を除い
たその他すべてのスペクトラル成分の実効値に対する入力信号
の実効値の比として表されます。

スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ (SPURIOUS FREE
DYNAMIC RANGE : SFDR)は、入力信号の実効値に対する
ピーク・スプリアス信号との差で、dB で表されます。ここで言う
ピーク・スプリアス信号とは、出力スペクトラムに現われる任意の
スプリアス信号であり、入力に現われるものではありません。

全高調波歪み (TOTAL HARMONIC DISTORTION: THD)は、
最初から第 6番目までの歪み成分の実効値の総和に対する入力
信号の実効値 (rms 値 ) の比で、dB で表されます。全高調波
歪み THDは次式から求めます。

f1は基本周波数 (出力 )パワーの実効値 (RMS値 )、f2から f7
は出力スペクトラムに現れる高調波のうち最初から第6番目までの
高調波のパワーです。

二次高調波歪み(SECOND HARMONIC DISTORTION (2ND
HARM))とは、出力に現れる入力基本周波数の RMS パワーと
二次高調波のパワーとの差を dBで表した値です。

三次高調波歪み (THIRD HARMONIC DISTORTION (3RD
HARM))とは、出力に現れる入力基本周波数の RMS パワーと
三次高調波のパワーとの差を dBで表した値です。
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タイミング図

Serial Output Data Timing
FIGURE 1.

FIGURE 2.   Serial Output Data Format in Single-Lane Mode
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タイミング図 (つづき)

FIGURE 3.   Serial Output Data Format in Dual-Lane Mode
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変換特性

FIGURE 4.   Transfer Characteristic
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代表的な性能特性 DNL、INL
特記のない限り、 AGND＝DRGND＝ 0V、VA＝ 3.3V、VDR＝＋ 3.0V、内部 VREF＝＋ 1.2V、fCLK＝ 105MHz、50%デューティー・
サイクル、DCSディスエーブル、VCM＝VCMO、TA＝ 25℃。

DNL INL
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代表的な性能特性
特記のない限り、 AGND＝DRGND＝ 0V、VA＝ 3.3V、VDR＝＋ 3.0V、内部 VREF＝＋ 1.2V、fCLK＝ 105MHz、50%デューティー・
サイクル、DCSディスエーブル、VCM＝VCMO、fIN＝ 10MHz、TA＝ 25℃。

SNR, SINAD, SFDR vs. VA

SNR, SINAD, SFDR vs. Clock Duty Cycle

SNR, SINAD, SFDR vs. Clock Duty Cycle, DCS 
Enabled

Distortion vs. VA

Distortion vs. Clock Duty Cycle

Distortion vs. Clock Duty Cycle, DCS Enabled
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代表的な性能特性 (つづき)

特記のない限り、 AGND＝DRGND＝ 0V、VA＝ 3.3V、VDR＝＋ 3.0V、内部 VREF＝＋ 1.2V、fCLK＝ 105MHz、50%デューティー・
サイクル、DCSディスエーブル、VCM＝VCMO、fIN＝ 10MHz、TA＝ 25℃。

Spectral Response @ 10 MHz Input

Spectral Response @ 240 MHz Input

Spectral Response @ 70 MHz Input

IMD, fIN1 = 20 MHz, fIN2 = 21 MHz
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機能説明
ADC12DS105は、＋ 3.3V電源で動作し差動パイプライン・アー
キテクチャと誤差補正回路とオンチップ・サンプル / ホールド回路
を使用して差動アナログ入力信号を 12ビットにデジタル化し、最
大性能を確保しています。リファレンス電圧には安定した 1.2V内
部リファレンスか 1.2Vの外部リファレンスを使います。外部リファ
レンス・ピンは駆動が簡単になるように内部でバッファされていま
す。デューティ・サイクル安定化および出力データのフォーマット
は、4ステートの機能ピンOF/DCS (ピン 19)によって選択可能で
す。出力データは、オフセット・バイナリまたは 2の補数のいずれ
かに設定できます。

アプリケーション情報

1.0 動作条件

ADC12DS105の動作条件としては次の各値を推奨します。

2.7V≦ VA≦ 3.6V

2.7V≦ VDR≦ VA

25MHz≦ fCLK≦ 105MHz 

1.2V内部リファレンス 

VREF＝ 1.2V (外部リファレンス )

VCM＝ 1.5V (VCMOより)

2.0 アナログ入力

2.1 信号入力

2.1.1 差動アナログ入力ピン

ADC12DS105は、2つのチャネルのそれぞれについて 1対のア
ナログ信号入力ピンを備えています。VIN＋とVIN－を差動入力
ピンとして使います。入力信号 VINは次のように定義されます。

VIN＝ (VIN＋ )－ (VIN－ )

Figure 5 は、入力信号として予想される範囲を示したものです。
コモン・モード入力電圧 (VCM)は 1.5Vでなければならないことに
注意してください。VCMに対してVCMO (ピン 7、9)を使用する
と、アナログ入力信号として最適な入力コモンモード・レベルにな
ります。個々の入力信号のピークは、決して 2.6Vを超えてはなり
ません。差動ペアの各アナログ入力ピンは、最大ピーク・ツー・
ピーク電圧が 1Vであり、互いに 180°位相がずれた状態で、VCM
を中心とする必要があります。各アナログ入力ピンにおけるピーク・
ツー・ピーク電圧振幅は 1Vを超えないようにしてください。1Vを
超えると出力データはクリッピングされます。

FIGURE 5.   Expected Input Signal Range

単一周波数の正弦波で、フルスケール誤差は次式で計算できま
す (単位 : LSB)。

EFS＝ 4096 ( 1－ sin (90°＋ dev))

"dev"は、互いに 180°の相対位相差を持つとした場合の 2つの
信号間の位相誤差です (Figure 6を参照 )。入力信号の周波数
が 1つだけのときは、位相差があると(つまり差動信号の位相差
が正確に 180°になっていないと )、実効フルスケール入力の範囲
が狭くなってしまいます。複雑な波形の場合は位相差があると歪
みが生じます。

FIGURE 6.   Angular Errors Between the Two Input Signals 
Will Reduce the Output Level or Cause Distortion

アナログ入力ピンを駆動する信号源のソース・インピーダンスは
100Ω 未満にしてください。差動入力のソース・インピーダンス・
マッチングを行うと、偶数次高調波特性が改善されます (特に第
二高調波 )。

Table 1は、ADC12DS105の入力と出力との関係を示したもので
す。
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アプリケーション情報 (つづき)

TABLE 1.  Input to Output Relationship

2.1.2 アナログ入力の駆動

ADC12DS1050の VIN＋、VIN－の入力は、アナログ・スイッチ
とそれに続くスイッチト・キャパシタ・アンプから構成されています。

Figure 7とFigure 8に、シングルエンド入力を差動入力に変換す
る回路の例を示します。Figure 7の回路は、約 70MHzまでの入
力周波数で正常に動作しますが、Figure 8の回路は 70MHzを
超える入力周波数でも正常に動作します。

FIGURE 7.   Low Input Frequency Transformer Drive Circuit

FIGURE 8.   High Input Frequency Transformer Drive Circuit

トランスを使用してシングルエンドから差動に変換を行う際の弱点
は、ほとんどの RFトランスの低周波側の性能が低いことです。差
動アンプは、低周波アプリケーションのアナログ入力の駆動に使
用できます。アンプは、サンプル / ホールド動作によりアナログ入
力に生ずるチャージグリッチに対して、クロックが Highになりサン
プル電圧がA/Dコンバータのコアへ通過する前にセトリングするよ
うに充分高速である必要があります。

2.1.3 入力コモンモード電圧

入力コモンモード電圧 VCMは 1.4V～ 1.6Vの範囲とし、アナロ
グ信号のピーク電圧がグラウンドを下回らないように、かつ、2.6V
を上回らないように設定しなければなりません。入力コモンモード
電圧としてVCMO (ピン 7、9)の使用を推奨します。

2.2 リファレンス電圧ピン

ADC12DS105は、1.2Vの内部または外部リファレンス電圧で動
作するように設計されています。外部リファレンス入力が VREFピ
ンに加えられないときは、1.2V の内部リファレンス電圧がデフォル
ト条件です。VREFピンに電圧を印加した場合は、その電圧がリ
ファレンスとして使用されます。VREF ピンは、リファレンス電圧入

力ピンの近くに 0.1μF コンデンサを配置して常にグラウンドにバイ
パスしてください。

また、入力信号の振幅が大きいほど THDも劣化します。リファレ
ンス電圧およびアナログ入力信号に対するすべてのグラウンドは、
グラウンド経路に流れるノイズ電流の影響を抑えるため、グラウン
ド・プレーンに対して一点アースで接続するのが極めて重要にな
ります。

バイパス用にリファレンス電圧バイパス・ピン (VRP、VCMO、VRN)
を備えています。これらのピンを、低 ESL (等価直列インダクタン
ス )の 1μFコンデンサでAGNDにバイパスし、それは浮遊インダ
クタンスを最小にするためピンのごく近くに配置する必要がありま
す。0.1μFコンデンサと1μFコンデンサを並列にして、VRPとVRN
の間のできるだけピンの近くに配置する必要があります。この設
定を Figure 9に示します。この回路は、SFDRや SNR、または
その両方を悪化させる可能性のあるリファレンスの発振を防ぐた
めに必要です。VCMOは温度的に安定した 1.5Vリファレンスとし
て、1mA までの負荷に対応できます。他のピンには負荷を接続
しないでください。
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アプリケーション情報 (つづき)

上記で規定した容量よりも小容量のコンデンサを使用すると、パ
ワーダウン・モードからの復帰時間は短くなりますが、ノイズ性能
は低下します。VCMOを除くこれらのピンに負荷を接続すると性能
劣化を引き起こす場合があります。

リファレンス・バイパス・ピンの公称電圧は次のとおりです。

VCMO＝ 1.5V

VRP＝ 2.0V

VRN＝ 1.0V

2.3 OF/DCSピン

デューティ・サイクル安定化および出力データのフォーマットは、こ
の 4ステートの機能ピンによって選択可能です。デューティ・サイ
クル安定化回路を有効にすると、デューティ・サイクル 30%～ 70%
のクロック入力が補償され、安定した内部クロックが生成されるた
め、デバイスの性能が向上します。OF/DCS＝ VAの場合、出
力データのフォーマットは 2の補数となり、入力クロックにはデュー
ティ・サイクル安定化機能が適用されません。OF/DCS＝AGND
の場合、出力データのフォーマットはオフセット・バイナリとなり、入
力クロックにはデューティ・サイクル安定化機能が適用されませ
ん。OF/DCS＝ (2/3)*VAの場合、出力データのフォーマットは 2
の補数となり、入力クロックにデューティ・サイクル安定化機能が
適用されます。OF/DCS＝ (1/3)*VAの場合、出力データのフォー
マットはオフセット・バイナリとなり、入力クロックにデューティ・サイ
クル安定化機能が適用されます。このピンのロジック・レベルは動
作中に変更することも可能ですが、切り換え後数クロック・サイク
ルにわたって正しくないデータが出力される可能性があるため、そ
のような使い方は推奨しません。

Note: この信号は SPI_ENが Highでシリアル制御インタフェース
がイネーブルの場合は無効です。

3.0 デジタル入力

デジタル CMOS互換入力は、CLK、PD_A、PD_B、Reset_DLL、
DLC、TEST、WAM、SPI_EN、SCSb、SCLK、SDIで構成さ
れます。

3.1 クロック入力

CLKはサンプリングのタイミングを決めます。最適のノイズ特性を
実現するために、クロック入力は電気的特性表で示される範囲
で、安定した低ジッタ・クロック信号で駆動してください。また、ク
ロック入力信号は、遷移時間が短くなければなりません。これは、
低ジッタ・サイン波クロック信号源を高速バッファ・ゲートに通すこ
とによって得られます。クロック信号の配線パターンは最短とし、ア
ナログ、デジタルを問わず他の一切の信号線と交差しないようにし
てください。

また、クロック信号は内蔵ステート・マシンも駆動します。CLKが
途切れると、内部キャパシタに充電されていた電位が徐々に下
がってきます。この電位が一定値以下になると出力データの精度
が低下します。サンプリング・レートの下限が規定されているのは
このためです。

クロック・ラインはラインの特性インピーダンスによってソース端で終
端しなければなりません。ラインの全長にわたってインピーダンスが
一定になるように注意してください。特性インピーダンスの求め方
はアプリケーション・ノートAN-905を参照してください。

A/Dコンバータのクロック・ピンを駆動するクロック源で他の負荷を
駆動しないようにしてください。クロック源から他の入力負荷も駆
動している場合は、クロック・ラインの特性インピーダンスに等しい
抵抗と次に示す容量のコンデンサを用いた直列 RC 回路を用い
て、グラウンドにAC終端を行ってください。

ここで tPDはクロック配線の信号伝搬遅延時間、"L"は配線長、
Zo はクロック配線の特性インピーダンスです。この終端回路は
ADCクロック・ピンのできるだけ近くに、かつ、クロック・ソースか
ら見て遠い側に配置してください。 tPD の代表値は、FR-4 を使
用した基板でおよそ 150ps/inch (60ps/cm) です。 "L" の単位と
tPDの単位は一致させてください (cmまたはインチ )。

クロック信号のデューティ・サイクルは A/Dコンバータの性能に影
響を与えることがあります。正確なデューティ・サイクルの達成が
困難なので、ADC12DS105ではデューティ・サイクル・スタビライ
ザを備えています。

3.2 パワーダウン (PD_A、PD_B)

コンバータを使用しない場合に PD_AピンとPD_BピンをHighレ
ベルにすれば、ADC12DS105 の対応するチャネルはパワーダウ
ン・モードになり消費電力が抑えられます。チャネルはすべて同
時にまたは個別にパワーダウンさせることができます。パワーダウ
ン中のパイプライン中のデータは、破壊されます。

"Power Down Mode Exit Cycle"時間の長さは、リファレンス・バ
イパス・ピン (VRP、VCMO、VRN) に接続したコンデンサの値に
よって決まります。これらのコンデンサはパワーダウン・モード中に
放電されますが、正確な変換を再び行う前にオンチップ回路に
よって再充電されなければなりません。容量が小さいほどパワーダ
ウン・モードからの復帰は少し高速になりますが、SNR、SINAD、
ENOB性能は低下します。

Note: この信号は SPI_ENが Highでシリアル制御インタフェース
がイネーブルの場合は無効です。

3.3 Reset_DLL

このピンは通常動作では Lowです。入力クロック周波数が突然
変化すると、内部のタイミング回路がロックが外れる場合がありま
す。このピンを 1μs だけ Highにしてサイクルすると、DLLを再
ロックすることができます。Reset_DLLをアサートした後、DLLが
ロックされるまでに数μsかかります。

3.4 DLC

このピンで出力データ構成を設定します。この信号を論理 1にす
ると、各チャネルのデータはすべてシングル・レーン (SD1_x)に供
給されます。この信号を論理 0 にすると、各チャネルのデータは
すべてシングル・レーン (SD0_xおよび SD1_x)に供給されます。
これにより、高速データレートでのデータの読み出しが容易になりま
す。

Note:この信号は SPI_ENが Highで SPIインタフェースがイネー
ブルの場合は無効です。

3.5 TEST

この信号をHighにすると、固定のテスト・パターン (101001100011
MSB → LSBの順序 ) がデータ出力に供給されます。データ出
力に供給されます。Lowにすると、ADCは通常の動作モードに
なります。シリアル制御インタフェースを通じてカスタム・テスト・パ
ターンを指定することもできます。

Note:この信号は SPI_ENが Highで SPIインタフェースがイネー
ブルの場合は無効です。
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3.6 WAM

この信号を論理 0にした場合、デュアル・レーン・モードの場合
にのみシリアル・データ・ワードは半ワードだけオフセットされます。
この信号を論理 1 にすると、シリアル・データは相互に整列しま
す。シングル・レーン・モードにするには、このピンは論理 0に設
定しなければなりません。

Note:この信号は SPI_ENが Highで SPIインタフェースがイネー
ブルの場合は無効です。

3.7 SPI_EN

この信号を Highにすると SPIインタフェースがイネーブルになりま
す。この場合、直接制御されるピン (OF/DCS、PD_A、PD_B、
DLC、WAM、TEST) は無効です。この信号を Lowにすると、
SPI インタフェースはディスエーブルとなり、直接制御ピンがイネー
ブルになります。

3.8 SCSb、SDI、SCLK

これらのピンは、SPIインタフェースで使用します。詳細はセクショ
ン 5.0を参照してください。

4.0 デジタル出力

デジタル出力には、6 つの LVDS 信号ペア (SD0_A、SD1_A、
SD0_B、SD1_B、OUTCLK、FRAME)、および CMOS論理出
力 ORA、ORB、DLL_Lock、SDOがあります。

4.1 LVDS出力

各チャネルのデジタル・データはシリアル形式で供給されます。シ
リアル・データ・フォーマットには 2 種類の動作モードがあります。
シングル・レーン・シリアル・フォーマット(Figure 2を参照 )はチャ
ネルごとに差動データ信号の 1セットを使用します。デュアル・レー
ン・シリアル・フォーマット (Figure 3 参照 )はチャネルごとに差動
データ信号の 2セットを使用して、データとクロック周波数を 2 分
の 1に低速化します。動作速度が遅い場合 (代表値で 65MSPS
未満 )はシングル・レーン・モードの方が使用効率はよくなります。
変換レートが速い場合はデュアル・レーン方式の方が望まれます。
いずれにしてもDDRタイプのクロック法が使われます。各データ・
チャネルに対して、オーバーレンジ表示が用意されています。OR
信号はデータのフレームごとに更新されます。

4.2 ORA、ORB

これらの CMOS出力は対応するチャネルのデータ出力が Highま
たは Lowの方向に範囲外になると論理 Highになります。

4.3 DLL_Lock

内部 DLL が入力 CLK にロックされると、このピン出力は論理
High になります。入力 CLK が突然変化すると、内部 DLL は
ロックが外れる可能性があり、その場合このピンは論理 Lowにな
ります。Reset_DLL (28ピン )をサイクルすると、入力 CLKに対
して内部 DLLが再ロックされます。

4.4 SDO

このピンは、SPIインタフェースで使用します。詳細はセクション5.0
を参照してください。

FIGURE 9.   Application Circuit

5.0 シリアル制御インタフェース

ADC12DS105は制御レジスタへのアクセスを可能とするシリアル・
インタフェースを備えています。このシリアル・インタフェースは多く
のマイクロコントローラやDSPコントローラで使用されているSPIタ
イプのインタフェースと互換の汎用4線式同期インタフェースです。

シリアル・コントロール・インタフェースを動作させるには ADC に
入力クロックを与える必要があります。SPI_EN (56ピン ) 信号を
Highにすると SPIインタフェースがイネーブルになります。この場
合、直接制御されるピン (OF/DCS、PD_A、PD_B、DLC、WAM、
TEST)は無効です。この信号をLowにすると、SPIインタフェー
スはディスエーブルとなり、直接制御ピンがイネーブルになります。
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各シリアル・インタフェース・アクセス・サイクルは正確に 16ビット
長です。Figure 10はこのインタフェースで使用されるアクセス・プ
ロトコルが示されています。各信号の機能を次に説明します。読

み取りタイミングは Figure 11に、書き込みタイミングは Figure 12に
示されています。

FIGURE 10.   Serial Interface Protocol

SCLK: 入力データ (SDI)をその立ち上がりエッジでレジスタ入力
し、出力データ (SDO)をその立ち下がりエッジで出力します。ク
ロックがイネーブルまたはディスエーブルされたとき、クロックのパル
ス幅の最小仕様値に違反しない限り、ユーザーはクロックをディス
エーブルしてそれをLow状態に保持することができます。

SCSb:シリアル・インタフェースのチップ選択。この信号がアサー
トされるたびに、新しいレジスタ・アクセスが始まります。つまり、
SDATAフィールドのプロトコルが必要です。この信号は 16 番目
のクロックごとに、アサートを解除する必要があります。SCSb が
16番目のクロックよりも早くアサート解除されたらアドレスまたはデー
タの書き込みは起こりません。書き込み動作の場合は、この立ち
上がりエッジでちょうどシフト入力されたアドレスが捕捉され、アドレ
スされたレジスタに書き込まれます。アサート解除するために必要
なパルス幅の最小値があり、「電気的特性」に規定されていま
す。

SDI:シリアル・データ。SCLKに対してセットアップ /ホールド要
件満たさなければなりません。各サイクルは 16ビット長です。

SDO:この出力は通常 TRI-STATEであり、SCSbがアサートされ
た場合にのみ駆動されます。SCSb がアサートされると、最初の
バイト時にアドレスされたレジスタ内容が 2番目の 8個の SCLKの
立ち下がりエッジでシフト出力されます。電源投入時にはアドレス
のデフォルト値は 00hです。

R/Wb: この値が '1'は読み取り動作、'0'は書き込み
動作を示します。

予備 : 将来のための予備です。0に設定してくださ
い。

ADDR: 最大 3レジスタまでアドレス可能です。

DATA: 書き込み動作では、このフィールドの値は
SCSｂがアサート解除されたとき、このサイク
ルでアドレスされたレジスタに書き込まれま
す。読み取り動作ではこのフィールドは無視
されます。
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FIGURE 11.   Read Timing

FIGURE 12.   Write Timing

デバイス制御レジスタ、アドレス0h

ユーザー・テスト・パターン・レジスタ0、アドレス 1h

リセット状態 : 08h

Bits (7:6) 動作モード

0 0 通常動作。

0 1 テスト出力モード。固定のテスト・パターン
(10100110001111、 MSB ＞ LSB) がデータ出力に供
給されます。

1 0 テスト出力モード。データ・パターンはレジスタ01h
とレジスタ02hでユーザーによって定義され、データ出
力に供給されます。

1 1 予備。

Bit 5 データ・レーン構成このビットを '0'に設定すると、シリ
アル・データ・インタフェースはデュアル・レーン・モー
ドに構成され、データ・ワードは 2つのデータ出力 (SD1
と SD0) にシングルレーン・インタフェースの場合の半
分の速度で出力されます。このビットを '1'に設定する
とシリアル・データは SD1にのみ出力され、SD0出力
はハイ・インピーダンス状態に保持されます。

Bit 4 デューティ・サイクル・スタビライザ。このビットを '0'に
設定すると、DCSはオフになります。このビットを '1'に
設定するとDCSがオンになります。

Bit 3 出力データ・フォーマット。このビットを '1'に設定する
と、データ出力は「2の補数」形式になります。この
ビットを '0' に設定すると、データ出力は「オフセット・
バイナリ」形式になります。

Bit 2 ワード整列モード。
このビットはシングル・レーン・モード動作では '0'に設
定しなければなりません。
デュアル・レーン・モードではこのビットが '0'に設定さ
れると、シリアル・データには半ワードだけオフセットが
加わります。これによって、デバイスのレイテンシが最
小になります。このビットが '1'に設定されると、シリア
ル・データ・ワードはワード整列モードになります。この
モードでは、SD1レーン上のシリアル・データは１CLK
サイクルだけ、さらに遅れます。 (Figure 3を参照 )。

Bit 1 チャネル Aのパワーダウン。このビットを '1'に設定す
ると、チャネルAはパワーダウン状態になり、 通常動作
が保留されます。

Bit 0 チャネル Bのパワーダウン。このビットを '1'に設定す
ると、チャネル Bはパワーダウン状態になり、 通常動作
が保留されます。
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ユーザー・テスト・パターン・レジスタ1、アドレス2h

6.0 電源構成

いずれの電源ピンも当該ピンの近くにバイパス・コンデンサとして
0.1μFコンデンサと10pFセラミック・コンデンサを 1つずつ挿入し
てください。直列インダクタンスが小さいリードレス・チップコンデン
サを推奨します。

あらゆる高速コンバータと同じように、ADC12DS105も電源ノイズ
に敏感です。また、アナログ電源ピンに乗るノイズ・レベルは
100mVP-Pよりも低く抑えてください。

どのピンも、電源電圧より高い電圧を加えることは、たとえ瞬時で
あっても許されません。特に電源の投入時、遮断時には注意し
てください。

7.0 レイアウトとグラウンド

適切なグラウンド処理とすべての信号ラインの適切な配線は、正
確な変換を確保するには必須の条件です。ADC12DS105 はア
ナログ領域とデジタル領域とのあいだに挟まれる形になります。仕
様どおりの性能を発揮するには、この 2 つの領域を分離しておく
必要があります。

ノイズの多いデジタル回路とノイズに敏感なアナログ回路との間の
容量性カップリングにより、変換性能が低下する可能性がありま
す。解決方法として、アナログ回路をデジタル回路から十分に分
離させたレイアウトを行い、クロック信号の配線パターンを最短にし
ます。

デジタル・スイッチング・トランジェント ( デジタル回路の瞬間的ス
イッチング電圧によるオーバーシュート/アンダーシュート)は高周波
成分を大きく発生します。表皮効果があるためグラウンド・プレー
ンの総銅箔重量は、ロジック回路の生成するノイズにはあまり影響
がありません。グラウンド・プレーンの体積よりも、全表面積の方
が重要です。

一般に、アナログとデジタルの配線パターンどうしのクロストークを
防ぐには、両者の配線パターンを互いに 90°で交差させるのが望
ましいとされています。高周波 /高分解能のシステムで精度を最
大限にするためには、アナログ信号ラインとデジタル信号ラインが
互いに交差する配線は避けなければなりません。クロック・ライン
は最短にし、他のデジタル・ラインを含むすべてのその他のライン
から分離することが重要です。一般的に受け入れられているク
ロック・ラインが 90°で互いに交差させる方法は、高周波でのちょっ
としたカップリングによる問題が起こる可能性があるので避けるべ
きです。これは、その他のラインがクロック・ラインにジッタを招き、

結果的に SN 比の劣化につながります。また、クロックが高速だ
とアナログ回路にノイズが生じる場合もあります。

高周波 /高分解能で最大限の性能を得るには、信号経路をまっ
すぐに配線すると実現できます。これは、すべての部品を通る信
号経路をできるだけまっすぐな直線に配線することです。

インダクタとトランスのレイアウトには特に注意してください。相互イ
ンダクタンスにより、インダクタを使用する回路の特性が変わりま
す。複数のインダクタを使用する場合には、決して並べて配置し
ないでください。たとえインダクタ部品全長の一部であっても並べ
て配置してはなりません。例えば、アナログ入力用とクロック入力
用のトランスは互いに 90°に配置して磁気結合を避けるようにして
ください。

スプリアス信号が入力にカップリングするのを避けるために、アナ
ログ入力は、ノイズの多い信号経路から十分に分離してください。
コンバータの入力ピンとグラウンドの間、またはリファレンス入力ピン
とグラウンドに接続される任意の外部回路 (例えば、フィルタ用の
コンデンサ ) は、グラウンド・プレーン中の非常にクリーンなノイズ
の少ない 1点で接続してください。

すべてのアナログ回路 ( 入力アンプ、フィルタ、リファレンス電圧
回路など ) はボード上のアナログ領域に配置してください。すべ
てのデジタル回路とデジタル入出力 (I/O) は、デジタル領域に配
置してください。ADC12DS105 は両者の中間に配置してくださ
い。さらに、リファレンス電圧回路と入力信号に関連する回路に
含まれているすべての部品については、そのリターン側どうしを短
い配線でノイズのない一点に接続してからグラウンド・プレーンに
落としてください。すべてのグラウンドへの接続は、グラウンドへ
の経路が低インダクタンスになるように配線してください。

8.0 ダイナミック特性

最高のダイナミック特性を実現するために、CLK入力をドライブす
るクロック信号源は遷移時間が短くジッタのないものでなければな
りません。Figure 13に示されるようなバッファを用いてクロック・ツ
リーを構成して、A/Dのクロック信号をその他のデジタル回路から
分離しなければなりません。クロック・ツリーに使用するゲートの動
作周波数は、発生したジッタを阻止する場合に使用するゲートの
動作周波数よりも大幅に高い値にする必要があります。

セクション 7.0で述べたように、A/Dクロック・ラインをできる限り短
くかつその他の任意の信号から十分に離して置くのは、良い手
段です。別の信号はクロック信号にジッタを招く可能性があり、
SNR の性能劣化につながる場合や、クロック信号が原因でほか
の配線にノイズを生じることもあります。信号ラインが互いに 90°に
交わっているときでも容量性のカップリングが起こりますので、クロッ
ク・ラインは 90°の交差もしないようにしてください。

FIGURE 13.   Isolating the ADC Clock from other 
Circuitry with a Clock Tree

リセット状態 : 00h

Bits (7:6) 予備。0に設定してください。

Bits (5:0) ユーザー・テスト・パターン。テスト出力モードでは 12
ビット・パターンの内の上位 6ビットがデータ出力に供
給されます。

リセット状態 : 00h

Bits (7:2) ユーザー・テスト・パターン。テスト出力モードでは
12ビット・パターンの内の下位 6ビットがデータ出力
に供給されます。

Bits (1:0) 予備。0に設定してください。
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生命維持装置への使用について
ナショナル セミコンダクター社の製品は、ナショナル セミコンダクター社の最高経営責任者 (CEO) および法務部門 (GENERAL
COUNSEL)の事前の書面による承諾がない限り、生命維持装置または生命維持システム内のきわめて重要な部品に使用することは
認められていません。
ここで、生命維持装置またはシステムとは（a）体内に外科的に使用されることを意図されたもの、または (b)生命を維持あるいは
支持するものをいい、ラベルにより表示される使用法に従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与
えると予想されるものをいいます。重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、これの不
具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが予想されるものをいい
ます。

本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、弊社ではその責を負いません。
また掲載内容は予告無く変更されることがありますのでご了承ください。

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社
本社／〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料（日本語 /英語）はホームページより入手可能です。 www.national.com/jpn/

このドキュメントの内容はナショナル セミコンダクター社製品の関連情報として提供されます。ナショナル セミコンダクター社
は、この発行物の内容の正確性または完全性について、いかなる表明または保証もいたしません。また、仕様と製品説明を予告な
く変更する権利を有します。このドキュメントはいかなる知的財産権に対するライセンスも、明示的、黙示的、禁反言による惹起、
またはその他を問わず、付与するものではありません。
試験や品質管理は、ナショナル セミコンダクター社が自社の製品保証を維持するために必要と考える範囲に用いられます。政府が
課す要件によって指定される場合を除き、各製品のすべてのパラメータの試験を必ずしも実施するわけではありません。ナショナ
ル セミコンダクター社は製品適用の援助や購入者の製品設計に対する義務は負いかねます。ナショナル セミコンダクター社の部品
を使用した製品および製品適用の責任は購入者にあります。ナショナル セミコンダクター社の製品を用いたいかなる製品の使用ま
たは供給に先立ち、購入者は、適切な設計、試験、および動作上の安全手段を講じなければなりません。
それら製品の販売に関するナショナル セミコンダクター社との取引条件で規定される場合を除き、ナショナル セミコンダクター社
は一切の義務を負わないものとし、また、ナショナル セミコンダクター社の製品の販売か使用、またはその両方に関連する特定目
的への適合性、商品の機能性、ないしは特許、著作権、または他の知的財産権の侵害に関連した義務または保証を含むいかなる表
明または黙示的保証も行いません。
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